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본  IC 칩  세스 는 쇄 회  보드 내  공동(cavity)   홀 호접속 서 어 
호접속  가시 는 세스  칩 IC 에 한 것 다.   홀 호접속 가 워  그라
드 서 , 신호 I/O 드  신호 러너가 효과적  격 다.

2

세서

 간단한 설

 1  세스  칩 MCM  한 적  호접속 시스  적  단  시하는 개략
,

 2는 본  개선  호접속 열   실시  시하는  1과 한 ,

 3  는 다  실시  시하는  2  한 ,

 4는  3  호접속   ,

 5는  3  호접속  아래  ,

 6  본  공동(cavity)  PWB  께  만  과하여 연 는 다수 층(multilayer) PWB
에 적 한 실시  시하는 .

 주  에 한 호  설

11 : IC 칩 12 : 간 호접속 

13 : 호접속 14 : PWB

15 : 공동 16 : 납 볼

17, 19, 35, 36 : 러너 18 :   홀 호접속

21, 22, 23, 24 : 그라 드 호접속

31, 32 :  서  접속

33, 34 : 납 프 호접속
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41 : 볼 그 드 어  호접속 

42, 43 : 워  그라 드 호접속

44, 45 : I/O 신호 호접속

61 : 추가  PWB 

 세한 설

     적

         속하는 술  그 야  종래 술

본  다수 칩 (multichip module : MCM) 집적 회  에 한 것 , 보다 세하게는 
하나  칩  호접속  내  공동(cavity) 안  세스 는 MCM 에 한 것 다.

세스  칩 MCM 는 호접속  적  효 적  활 하고, 전체  프  낮게 하
, 호접속  감소시  문에, IC 스 호접속 술에 어서 점점  많  고 
다.  세스  칩  다양한 선택 양  1997년 3월 4  허여  미  특허 제 5,608,262 호에

서 설 고 청 어 는 , 본  하여 본 세서에서 참조 서 하 다.

세스  칩 는 세 성 소에 해 특징 워 는 , 들  본 세서에서 제 1  성 소  
정  주 IC 칩과, IC 칩 또는 시브 호접속 (passive interconnection substrate)  하나 서 
본  세서에서  제  2   성 소  정  간  호접속  (intermediate  interconnection 
substrate : IIS)과, 전형적  쇄 회  (printed circuit board : PCB)  제 3  성 소

 정  시스  호접속 (system interconnection substrate : SIS) 다.  들 성 소는, 제 
2  성 소가 하나 또는 그  IC 칩  수 하고 제 3  성 소가 하나 또는 그  
제 2  성 소  수 하  적  점차 넓어 다.  세 성 소 에서, 제 1  성 소
는 전형적  제 2  성 소에 결합  플  칩(flipchip) 고, 제 2  성 소는 제 3  

성 소 에 탑  플  칩 , 제 1  성 소가 제 3  성 소 내에 형성  공동 안  
세스 다.

러한 본 개념  하여 다양한 형  가능한 ,  들어, 시스  호접속  체가 간 
호접속  할 수 고 제 4 보드 에 착 어, 제 2  성 소가 제 4  성

소 내  공동 안  세스  수 다.

세스  공동 조체는 효과적  호접속 열  갖 만, 보다 집적  호접속  보다 수한 호
접속 성능에 한 가 늘어나고 다.

         루고 하는 술적 과제

본 에  세스  칩 MCM  한 개선  호접속 접근  제공 다.  개선  점  
핵심적  특징  간  호접속  해  공동  함에  어  세스  공동  측  

속화(metallizing)하고  속화  하나 또는 그   접속 (through connection)  해 
하는 것 다.   공동 호접속 접근  단  공동 내에 다수  간 호접속  허 하
, 워(power)  그라 드(ground) 호접속  해 특히 적합하다.

     성  

 1  참조하 , IC 칩(11)과 간 호접속 (intermediate interconnection substrate : IIS)(12)
 포함하는 세스  칩  시하고 다.  IIS는 에폭시나 세라믹과 같  적당한  료  

수 나, 실  선호 다.  칩(11) , 전형적  납 만 전성 에폭시  같   전성 
료  수  는 호접속 (13)에 해 IIS(12)에 결합 는 플  칩 다.  플  칩 결합  해 
는  본  가 아닌 , 컨 , 납 프나 볼 결합(ball bonding) 또는 전성 에폭시 

등  수 다.  IIS (12)  납 나 전성 에폭시 I/O 호접속 (15)  쇄 선 보드(printed 
wiring board : PWB)에 플  결합(flipbond) 다.  세스  칩 MCM 내에는, 시한  같  칩(11)

 PWB  아래  세스  수  PWB(14)에 공동(15)  제공 다.   1에 시한  같  공
동  PWB  께 전체  과하여 연 거나, PWB  만  과하여 연  수  다.  시한 
열에서, PWB는 양  쇄 회  비하는 단   보드 다.   PWB는 다수  PWB  수  다.  
PWB는 시스  쇄 선 보드( 시하  않 )에 호접속  수 다.  PWB가 수 개  IIS  수 할 수 

는, 보다  PWB  라는 것  나 내  해, PWB  절단 (cutaway portion)  시하 다.

 IIS(12)는  주 에 정 각 나 각  형  내에 열   I/O 결합 어  비하는 쿼드 
(quad package)  같  액티브 스  수 다.  는 달 , IIS는 한  또는 양 에 쇄 회
 비하는 실 과 같  시브 호접속  수 다.   1에 시한 호접속 열에서, 

납 볼(16)  PWB(14)  결합 드에 결합 어 다.   드는,   홀 호접속 (18)  
연 고 어서 PWB  아래 에 는 러너(19)  경 하여 다  컨택트 트( 시하  않 )  연

는 러너(17)에 해 호접속 다.  PWB가 다  보드에 납 결합 는 경  혹  PWB에 선 결합  
루어 는 경 ,  다  컨택트 트는 다  결합 드  수 다.  는 달 ,  들어, PWB가 
플러그 (plugin) 회  카드  경 , 컨택트 트는 슬  호접속  수 다.  본 세서에서, 

시한 호접속 (16, 17, 18, 19)는 워 호접속 고, 성 소(21, 22, 23, 24)  포함하는 
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한 호접속 는 그라 드 호접속 다.  나  I/O 접속 는 적  것 서 시하  않았다.

 2에 시한 개선  열에 ,  실시 에서 호접속 는 PWB   PWB  아래
 공동(15)  서 나 측  라 연 는 서  접속 (31, 32)  포함한다.   에 공 는 
성 소는 동 한 참조 호  갖는다.  납 프 호접속 (33, 34)는 조체에 추가적  호접속 

능  제공한다.   2  실시 에서, 납 프(33, 34)는 IIS(12)  PWB(14) 에 는 컨택트 
드 , 어서  서  접속 (31, 32)  라 PWB 아래 에 는 러너(35, 36)  호접속한다.  

세스  칩 보드 조 체 내  공동  서 에 한 전성  하여 가능하게 , 추가  호
접속 는 I/O 신호  수 할 수 나, 워  그라 드 호접속 에 는 것  람 하다.  
러한 형  워  그라 드 접속 가 최적  단락  하 , 그들  신호 러너  적  
격  한다.

본  또 다  실시   3에 시하는 , 여 서 IIS(12)는 볼 그 드 어  호접속 (41)
에 착 다.  볼 결합(42, 43)  워  그라 드 호접속 고, 볼 결합(44, 45)  I/O 신호 호접
속  포함한다.   IIS(12)가 제거  호접속 (41)    4에  시 어 , 

호접속  아래   5에 시한다.   3 내  5  볼 그 드 어  실시 에서는, 호접속 
(41)  채택 어 시스  보드( 시하  않 ) 에 탑 다.

본  점  본 술 야  당업 에게 하다.  본 세서에서 설 한 것과 같  MCM  
내    홀 호접속 는  전체  결정하는  포착 드(capture pad)  필  
한다.  하나 또는 그    홀 호접속  제거하 , 전술한  같   스 
성능  개선시  뿐 아니라 호접속  적  게 다.   4는 워  그라 드  홀 호
접속  한 보  포착 드  제거하여, 호접속  적  (개선  적)  신호 I/O 
호접속  해 가능하게  것  시한다.   4에 시한 라  열  적  단순한 , 

, 각각  러너는 신호 프  접  홀  접 어 다.  다  회  에서는 라  
보다 복 한 , , 신호 프   어   홀  어 다.  워  그라 드  한 공동 

서  호접속 에 해 만들어  여  라  공간  한 점 다.

본  하나 또는 그  칩  RF 칩  다수 칩  에 어 특히 하다.  RF 스
는  전  간섭에 특히 민감하다.  본 세서에서 설 한 호접속 열에서는, 공동

 그라 드  전성 캡   나아가 RF 칩    격 시 는 것  하다.

간 PWB가 보드 께  전히 하여 연 는 개  갖고, MCM  보드  아래  실 적  
세스  탑 어  프  감소시 는 PWB 호접속 열에 본  적  수 다는 
것  하다.  전형적  러한 조체는 각형  형  종종 정 각형  형 다.  IC 칩  

착 는 간 호접속  네 서   PWB  들  연 고, 볼 나 프 결합  간 
호접속 과 PWB 에 형성  공동  는다.  전형적  조체에서, IIS는 전술한  같  

공동 전체  고 네 서  가 PWB  겹친다.  그러나, IIS  주보는  서 만  PWB  겹치
고 볼 나 프 결합  주보는  서  라 형성 는 조체  동 하게 효 적 다.  원칙적

, 세스  칩 는 공동  한 서 만  는 호접속  만들 수 다.

본  공동  PWB  께  만  과하여 연 는 다수 층(multilayer) PWB에  적 가능하
다.  러한 열   6에 시하는 , 추가  PWB  (61)  나 낸다.  워  그라 드 공동 
서  호접속 (31, 32)는 시한  같  간 쇄 회   포함한다.   6  열 내

 워  그라 드 러너는 다수 층 보드  최하 나 최 에 는 컨택트 드( 시하  않 )에서 끝
날 수 다.  본  정 하  해, 쇄 회  라는 어는 단   보드나 세스  공동 
측  속화(metallizing)함  간 호접속  한 공동  하는 다수  보드  한 

 포함하  다.  호접속  PWB  간 쇄 회  만들어 , PWB  
과 아래 에 한 언  과 간  포함하는 것  해  것 다.

당업 들에 해 본  다양한 추가 형  가능할 것 다.  본 술 야  보  가져 는 원
 그 당 에 근본적  초하는, 본 세서  특정 시  비 한 든 형물  설 하고 

청 한  본  주 내에 는 것  적절히 간주 다.

     효과

본 에  세스  칩 MCM  한 개선  호접속 접근  제공 어, 간 호
접속  해 공동  함에 어 세스  공동 측  속화(metallizing)하고  속화  하나 또
는 그   접속 (through connection)  해 함 , 단  공동 내에 다수  간 
호접속  허 한다.

(57) 청  

청 항 1 

①  주 , 하  주 , 적어  하나  4 형 공동(quadrilateral cavity)  비하는 쇄 
선 보드(printed wiring board : PWB)   공동    주  내에 형성 고  PWB  
하여  하  주  연   ,

②  공동  적어  하나  서  라  PWB    주  에 는 제 1 호접속 
트 어 ,

③  PWB에 착 고, 실 적   공동  ,  주 과 하  주  비하는 
간 호접속 (intermediate interconnection substrate : IIS)과,
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④  PWB   제 1 호접속 트 어 에 착   IIS  하  주  에 는 제 
2 호접속 트  어 ,

⑤  IIS   제 2 주 에 착 고  공동 내  연 는 적어  하나  IC 칩과,

⑥  PWB    주   제 1 트   PWB   하  주   제 2 트 
 간(interlevel) 호접속  ―  호접속 는  제 1 트   PWB   
 라  공동  서  연 고, 또한  공동  서  라 연 ,  공동  

서   PWB  하   라  제 2 트  연 는 전성 러너  포함함 ― 

 포함하는 IC .

청 항 2 

제 1 항에 어서,

 PWB는 다수  PWB 고  하  주  간 에 해당하는 IC .

청 항 3 

제 1 항에 어서,

 간 호접속 는  공동  한 서  라 연 고, 다  간 호접속 는  공
동  다  서  해 연 는 IC .

청 항 4 

제 1 항에 어서, 

 간 호접속 는 워 또는 그라 드 호접속  IC .

청 항 5 

제 1 항에 어서,

IIS는 실  루어 는 IC .

청 항 6 

제 1 항에 어서,

 호접속 트 어   호접속 는 납  루어 는 IC .

청 항 7 

제 1 항에 어서,

 PWB  하   에 볼 그 드 어   포함하는 IC .

    1

    2
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    3

    4

    5

    6
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